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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電保護電路，包含：至少一保護電晶體，串聯於一內部節點與一電壓節點之
間；各保護電晶體具有一閘極、一源極與一汲極，該閘極耦接該汲極；以及一電阻，耦

接於該內部節點與一訊號節點之間；其中，當靜電放電事件使該訊號節點的電壓大於該

電壓節點的電壓，各該保護電晶體可導通一電流，該電流大於一比例值，該比例值等於

一電壓差除以該電阻的電阻值，而該電壓差係該訊號節點的電壓與該內部節點的可耐受

電壓之間的差值。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的靜電放電保護電路，其中，各該保護電晶體更具有一體極
(bulk)，耦接於該電壓節點。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的靜電放電保護電路，其中，各該保護電晶體更具有一體
極，耦接於該源極。

4.　如申請專利範圍第 1項所述的靜電放電保護電路，其中，各該保護電晶體更具有一體
極，耦接於一第二電壓節點；該第二電壓節點絕緣於該電壓節點。

5.　如申請專利範圍第 1項所述的靜電放電保護電路，更包含： 至少一第二保護電晶體，與
各該保護電晶體串聯於該內部節點與該電壓節點之間；各該第二保護電晶體具有一第二

源極、一第二閘極與一第二汲極，該第二閘極耦接該第二汲極。

6.　如申請專利範圍 5項所述的靜電放電保護電路，其中，該保護電晶體其中之一的汲極係
與該第二保護電晶體其中之一的第二汲極相互耦接以使各該保護電晶體與各該第二保護

電晶體串聯於該內部節點與該電壓節點之間。

7.　如申請專利範圍第 1項所述的靜電放電保護電路，更包含至少一二極體，串聯於該內部
節點與該電壓節點之間。

8.　如申請專利範圍第 1項所述的靜電放電保護電路，其中該內部節點用以耦接至少一內部
電晶體，該內部電晶體具有一內部閘極，該內部閘極的氧化層厚度小於各該保護電晶體

的閘極氧化層厚度。
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圖式簡單說明

第 1圖示意一習知靜電放電保護電路。
第 1B圖示意另一習知技術。
第 2圖至第 10圖示意的是依據本發明不同實施例的靜電放電保護電路。
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